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Verfahren zur Vorbehandlung von Aluminiumtargets zum Hochratesputtern durch Atzen in 15%iger
Kalilauge, dadurch gekennzeichnet, daR unmittelbar nach dem Atzen das Target mindestens 3 Minuten
in ein Wasserbad, vorzugsweise mit einer Wassertemperatur > 40°C, wobei zwischen den beiden
Verfahrensschritten ein direkter Luftzutritt zur Targetoberflache zu vermeiden ist, getaucht wird.

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vorbehandlung von Aluminiumtargets zum Hochratezerstduben mit dem Plasmatron,
insbesondere von ausgedehnten Targets fiir die GroRfldchenbeschichtung, wie z. B. zum Beschichten von Flachglas mit Aluminium
fir die Spiegelherstellung.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Aluminium bildet in atmospharischer Umgebung eine geschiossene oberflachliche Oxidschicht. Bei Einsatz von Aluminium als
Target in Plasmatronquelien muB diese Oxidschicht durch das sogenannte Einsputtern abgetragen werden. Das Einsputtern ist
beendet und die Betriebsbereitschaft der Plasmatronquelle ist hergestellt, wenn der Erosionsgrabenbereich eine metallische,
oxidfreie Oberflache aufweist und damit die Plasmatronentladung weitgehend {iberschlagsfrei brennt. Unter Erosionsgraben wird
derjenige Targetbereich verstanden, von dem Targetteilchen abgetragen werden. Das Einsputtern von reaktionsfreudigen
Materialien, zu denen Aluminium zahlt, bereitet besondere Schwierigkeiten. Jedoch sind bereits Verfahren und Einrichtungen
bekannt, die das Einsputtern erleichtern bzw. beschleunigen.

Es ist bekannt, wahrend des Einsputterns die Entladungsleistung stetig oder stufig zu erhéhen. (DD PS 141 532) Dieses Verfahren
hat den Nachteil, daR die Einsputterzeit bei groRflachigen Targets, mit den Abmessungen 0,15 X 1,8 m? und groRer, trotzdem
mehrere Stunden dauert.

Weiterhin ist es bekannt, unmittelbar an der Plasmatronquelie einen Kondensator zwischen den Katoden- und Anodenanschiuf’ zu
schalten (DD-PS 221 202). Diese Ausfiihrung erfordert einen sehr groen Kondensator, denn dessen Kapazitit wird durch die
Erosionsgrabenlange bestimmt. Da die Zeitkonstante 7= R - C hinreichend klein sein muR, mu der Welienwiderstand der
Zuleitungen entsprechend minimiert werden, was nur mit sehr groBem Aufwand mdoglich ist. Es ist auch bekannt, durch chemische
oder mechanische Verfahren die Oxidhaut zu entfernen. Da diese sich jedoch bei Aluminium in Anwesenheit von Sauerstoff
unmittelbar wieder bildet, miiRte unter Sauerstoffabschluf gearbeitet werden. Hierbei besteht der Nachteil, daR der apparative
Aufwand um die Bedingung einzuhalten, unvertretbar hoch ist.

Schliellich ist es auch bekannt, das Einsputtern erst nach Erreichen vorgegebener kleiner Restgaspamaldrucke zu beginnen, indem.
Z. B. Wasser durch mit Flissigstickstoff betriebene Kiihifallen ausgefroren wird, bzw. Wasser und die Reaktivgase Sauerstoff und
Stickstoff durch Ti-Gettern gebunden werden (DD-PS 203 335). Auch dieses Verfahren erfordert bei groRflachigen Targets eine
Einsputterzeit von mehreren Stunden.

Ziel der Erfindung

Es sind die Méngel, die den bekannten Verfahren zum Vorsputtern anhaften, durch ein 6konomisches Verfahren zu beseitigen. Der
apparative Aufwand soll nicht wesentlich erhéht werden.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung fiegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Vorbehandeln von Aluminiumtargets zum Sputtern mit
Plasmatronquellen zu schaffen, welche besonders ei grofflachigen Targets eine kurze Einsputterzeit garantiert.

ErfindungsgemaR wird die Aufgabe nach Durchfiihrung eines Atzprozesses in 15%iger Kalilauge, wodurch die Oberfliche von Oxid
befreit wird, dadurch gelost, daB die dadurch entstandene metallisch blanke Oberflache gieichméRig mit einer
Aluminiumoxidhydratschicht iberzogen wird, indem das Target unter Vermeidung des direkten Luftzutritts zur Targetoberfliche fiir
wenigstens drei Minuten in ein Wasserbad getaucht wird, wobei die Wassertemperatur vorzugsweise gréRer als 40°C sein sollte.
Die auf diese Weise gebildete Aluminiumoxidhydratschicht |48t sich durch {ibliches Einsputtern (iberraschenderweise leicht
aufbrechen, so daR die Betriebsbereitschaft der Plasmatronquellen schnell erreicht wird.

Das Verfahren hat neben der kurzen Einsputterzeit noch den Vorteil, daR diese vorbehandeiten Aluminiumtargets bis zu einigen
Tagen in atmosphérischer Umgebung lagerbar sind, ohne daB ein EinfluB auf die Einsputterzeit genommen wird. Voraussetzung ist
nur, daR die Aluminiumoxidhydratschicht nicht durch Ol, Fett, HandschweiR o. . verunreinigt wird.
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Ausfithrungsbeispiel

Fiir die Herstellung von Spiegeln mittels Hochratezerstauben werden Plasmatrons mit den Targetabmessungen 0,016 X 0,16 X 1,8 m?
(Hohe x Breite X Lange) verwendet. .

Die Targets werden aus gewalzten Aluminiumplatten geschnitten. Die weitere mechanische Bearbeitung beschrankt sich bei
Anwendung des erfindungsgemaRen Verfahrens auf das Hobeln der Kanten und das Bohren der Befestigungsidcher.

Nach einer groben Reinigung der Targets erfolgt der AtzprozeR in 15%iger KOH. (Bei Targets mit Kithlkanal mu beachtet werden,
daB dieser nicht mitgetzt wird.) Die Atzzeit richtet sich nach dem Oberfidchenzustand. Sie betrigt durchschnittlich eine Stunde.
Der AtzprozeR ist abgeschlossen, wenn eine gleichmaRige, metallisch blanke Oberflache erreicht ist. Unmittelbar aus dem Atzbad
werden die Targets in ein Wasserbad getaucht. Wihrend der Uberfiihrung in das Wasserbad muR die Targetoberflache mit Lauge
benetzt bleiben, um einen direkten Luftzutritt zu verhindern. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn das Wasser auf 40°C oder
mehr erwdrmt ist. Die Verweilzeit im Wasserbad betragt wenigstens drei Minuten. In der Regel werden die Targets nicht langer als
10 Minuten im Wasserbad belassen. Nach nochmaligem Abspiilen mit Wasser und Trocknen an Luft kdnnen die Targets montiert
werden. Das Wasserbad muR wegen der Verunreinigung mit Lauge regelm&Rig erneuert werden. Die Einsputterzeit betragt bei
erfindungsgemaR vorbehandelten Targets der beschriebenen Abmessungen durchschnittlich nur noch 40 Minuten.
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